Unidade Area

POS-GRADUACAO ENGENHARIA NANOELETRONICA E CIRCUITOS INTEGRADOS
ELETRICA

Disciplina Tipo

PEL107 — Simulacéo de Processos e Dispositivos Eletronicos Optativa

Carga Horaria

4 horas semanais em 12 semanas

Objetivos

Descrever 0s conceitos principais adotados na utilizacdo de simuladores numéricos bidimensionais de processos de
fabricacdo e de caracteristicas elétricas de componentes eletrénicos, com especial énfase na simulacdo de transistores
MOS.

Metodologia Adotada

Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratério.

Recursos necessarios

Sala de Aula, Laboratério com simuladores SUPREM-4 e MINIMOS.

Programa para 12 semanas

. Conceitos gerais sobre simulagdo bidimensional: montagem da grade de pontos;

. Principais etapas de fabricacdo de dispositivos eletronicos;

. Modelos disponiveis para etapas de fabricagéo;

. Simulador SUPREM-4;

. Simulador SUPREM-4;

. Simuladores de dispositivos: criacdo de componente eletronico e interligagdo com simuladores de processo;
. Principais modelos disponiveis para a simulagdo de dispositivos;

. Simuladores Bidimensionais de Dispositivos: MINIMOS, Atlas;

. Transistor MOS: Simulagdo das caracteristicas tenso x corrente;

10. Transistores MOS: Observacéo das grandezas elétricas do transistor (potencial e campo elétrico);
11. Transistor MOS: Simulacdo do efeito da ruptura;

12. Introducdo & Simulag&o de circuitos em Simuladores Bidimensionais de Dispositivos.
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Método de Avaliagéo

Provas e Trabalho Final.
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